
TEL:0755-82863877   13242913995    E-MAIL:panxia168@126.com   http://www.szczkjgs.com







参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

V IN 电源电压  3.75 5 6.0 V 

VINUVLO VIN 端欠压保护阈值 VIN 从高往低下降 3.55 3.75 3.95 V 

ΔVINUVLO VIN 端欠压保护滞回   210  mV 

VINOVP VIN 端过压保护阈值 VIN 从低往高上升 5.8 6 6.2 V 

ΔVINOVP VIN 端过压保护滞回   240  mV 

IQ 芯片静态电流   800  uA 

ISD 芯片关断电流 

VEN=0V 

VBAT= VCSP=4V 

 4.8  μA 

VCV 充电浮充电压  4.168 4.2 4.231 V 

VRCH 重充电压阈值  3.9 4 4.1 V 

VTRK 涓流转恒流电压阈值  2.9 3 3.1 V 

VSHORT 电池短路电压阈值  1.9 2 2.1 V 

FSW 最大开关频率  560 660 760 KHz 

RNFET 开关 NMOS 导通阻抗   70  mΩ 

RPFET 开关 PMOS 导通阻抗   70  mΩ 

VOVPB BATT 端过压保护电压  4.45 4.55 4.65 V 

VSENSE 最大电流检测电压  90 100 110 mV 

ICC 恒流模式充电电流 RS=50mΩ 1.8 2 2.2 A 

ITC 涓流模式充电电流  5% 10% 15% ICC 

IBF 充电终止电流  5% 10% 15% ICC 

TMRTC TC 阶段充电时间限制   12  Hour 

TMRCC/CV 
CC/CV 阶段充电时间

限制 
  20  Hour 

VNTCH NTC 端高温阈值   0.425  V 

VNTCL NTC 端低温阈值   1.445  V 

TSD 芯片热保护温度   140  ℃ 

ΔT 芯片热保护温度滞回   30  ℃ 



特征曲线：（ ）VIN = 5V,  L=2.2μH, RS=50mΩ, Battery Simulator, TA = 25°C, unless otherwise noted. 





 




	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9

